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O carbono amorfo (a-C:H) é um material que apresenta alta dureza, alta condutividade térmica, baixa
reatividade e baixo coeficiente de atrito - caracteristicas de grande valor tribolégico e de interesse em
algumas &reas da indUstria. Porém, a adesdo desse material em substratos ferrosos é baixa, e sua
delaminacdo acontece facilmente. A fim de resolver este problema, o uso de algumas estratégias pode
favorecer a adesdo de a-C:H em ligas ferrosas. O objetivo desta pesquisa é analisar a aplicacao de
intercamadas de silicio em substratos ferrosos para a posterior adesdo de filmes de carbono amorfo
através de PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, ou Deposicdo Quimica de Vapor
Assistida por Plasma). Amostras de aco AISI 4140 polidas foram usadas para o PECVD. Primeiramente, as
amostras foram submetidas a um Etching de arg6nio (processo que remove impurezas), apés, foi feita a
deposicdo de silicio através de trés precursores, o tetraetoxisilano (TEOS), tetrametilsilano (TMS) e
hexametildissiloxano (HMDSO) em diferentes amostras. Por ultimo foi depositado o filme de carbono a-C:
H usando acetileno. As etapas foram executadas a 100, 200, 300, 400 e 500 °C. Apdés o PECVD, as
amostras foram submetidas a testes de caracterizacao quanto a microestrutura, espessura das camadas,
composicao quimica e forca de adesao. Com o aumento da temperatura, pO6de-se observar um
decréscimo na espessura da intercamada, e dentre os trés precursores, HMDSO produziu a menos
espessa, 0 que pode estar associado a maior reatividade do mesmo. Nas caracterizacdes, quanto maior
as razdes de Si/C, C/H, C/O e Si/O, melhor. Em baixas temperaturas, o TMS demonstrou uma razao de Si/C
maior do que os outros precursores, em altas temperaturas, o TEOS tem um decrescimento de C/H e o
HMDSO apresenta as maiores razdes de Si/O e C/O. Apés a aplicagcdo de a-C:H, pdde-se perceber
visualmente que nas temperaturas de 100 e 200 °C houve delaminacao. Nos testes de indentacgao, a
carga critica para delaminacdo nas amostras depositadas a 300 °C foi determinada. Com TEOS e TMS,
houve delaminacao aplicando em torno de 300 mN de carga normal e para HMDSO a delaminacao
ocorreu com uma carga normal de 3,6 N. Conclui-se com esta pesquisa que a carga critica para a
delaminacdo de a-C:H com intercamada de silicio depende mais das razdes de Si/O e C/O do que na
temperatura de deposicao, evidenciando que as amostras com intercamadas depositadas a partir de
HMDSO demonstraram superioridade no teste de delaminacao.
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